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Abb. 1

1. Texturierung

2. 650¥sq Diffusion (POCI3)

" 3. Kantenisolation mit HE/HNO3
‘ (Rackseite)und PSG atzen

% 4 Abscheidungder
Passivierungsschicht
(510, oder A|203)
und PECVD SINX

5. Siebdruck der
Vorder- und Rackseite
Co-Feuerung

6. Laser Ruckseiten Kontakte
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Abb. 2

1. JTexturierung

2. Ruckseitenpolitur mit HF/HNO3

3. 650)/sq Diffusion (POCI3)

7 4. Kantenisolation mit HF/HNO3
(Ruckseite}und PSG atzen

5. Abscheidung der
Passivierungsschicht
(810, oder Al,O3)
und PECVD SiNx

6. Offnen der Passivierungsschicht
(S10, /SINx oder ALO5 /SINX )
mit Laser

7. Siebdruck der
Vorder- und Rlckseite
Co-Feuerung
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Abb. 3

1. Texturierung

2. Ruckseitenpoliturmit HF/HNO3

3. 650)/sq Diffusion (POCI3)

M 4. Kantenisolation mit HE/HNO3
(Ruckseite)und PSGatzen

s 5. Abscheidung der
Passivierungsschicht
(510, oder Al,Os)
und PECVD SiNx

6. Offnen der Passivierungsschicht
(SO, /SINX oder AlL,O5/SINX )
mit SolarEich® AQS

7 Siebdruck der
Vorder- und Riuckseite
Co-Feuerung
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Abb. 4

1. Texturierung

2. 65{)/sq Diffusion (POCI3)

i 3. Ruckseitenpolitur und Kantenisolation (in einem
Prozeflschrift mit Alzpaste) und PSG atzen

4. Abscheidung der
Passivierungsschicht
(Si0, oder AlLO5)
und PECVD SiNx

5. Offnen der Passivierungsschicht
(S10, /SiNx oder Al;O3/SiNX)
mit SolarEtch® AQS

6. Siebdruck der
Vorder- und Rickseite
Co-Feuerung
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Abb. 5

1. Texturierung

2. 65Q)sq Diffusion (POCI3)

3. Ruckseitenpolitur und Kantenisolation (in einem
ProzeRschritt mit Atzpaste) und PSG atzen

4. Abscheidung der
Passivierungsschicht
(Si0, oder Al,O5)
und PECVD SiNx

5. Offnen der Passivierungsschicht
(Si0, /SiNx oder Al,O3/SiNX)
mit Laser

6. Siebdruck der
Vorder- und Ruckseite
Co-Feuerung
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Abb. 6

A: Unbehandelte Oberflache B: Mit Atzpaste behandelte Oberflache
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Profile Curve [ 7 : Leveling: 2 zones (6) ]

Length E3.02 mm Pt=9575nm Scale = 12000 nm
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. Schablonenrahmen
- < 155,8mm
7
Schablone Stahl
Schichtdicke 500um
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Abb. 10

Silizium Wafer
(Seitenansicht)

Silizium Wafer
(Draufsicht)
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Abb. 11

Aufgedruckte Paste vor dem Heizschritt
/
i/

Waferriickseite

Waferkante

Abb. 12

Bis zum Rand gespreizte Paste nach dem Heizschritt

—e——  Waferriickseite

Waferkante




